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1.はじめに：我々は、これまでに、Ga極性 p-GaNにおいてMgドーピング量

を下げることで良好なショットキーI-V 特性を実現した[1]。この系では、シ

ョットキー障壁高さが高く、金属仕事関数依存性が小さい（強いEFレベルピ

ニング）ため、良好なオーミック接触の形成が難しいことを明らかにしてき

た[2]。また、表面からのGa原子の脱離によりアクセプタ型のGa空孔が表面

近傍に局在することを明らかにした[3]。そこで今回は、表面終端の異なるN

極性p-GaNにショットキー電極を形成し、基本的な電気的特性を評価した。 

2.試料構造： 図 1 に試料構造を示す。0.8 off 微傾斜サファイア基板上に

MOVPE 法で表面窒化を行った後、低温バッファ層を成長し、その上にアン

ドープGaNを 250 nm、Mg/Ga原料供給比6.67  10
-3のMgドープp-GaNを1 

m 成長した。電子ビーム蒸着法により, 

Ni ショットキー電極(200 m)を形成し

た。オーミック電極には、InGaを用いた。 

3.結果と考察： 図 2 にN 極性 p-GaN の

順方向 I-V特性を示す。-0.1 Vから-0.2 V

までの領域で指数関数的に電流が増加し

ており、I-V 特性に良好な直線性が得ら

れた。熱電子放出理論でフィッティング

して得た障壁高さは 0.73 eV であった。

この値は、Ga 極性 p-GaN の障壁高さが

2.4 eV [1]であるのに対して非常に低い値となった。加えて、n値は

1.20であり、Ga極性の 1.84 [1]に比べて良好である。図 3にN極性

p-GaNの逆方向I-V特性を示す。逆方向特性では順方向特性と比べ、

2 Vで5.3  10
-11

 Aと順方向特性と比較してきわめて低い電流値であ

り、整流性がみられた。しかし、10 Vで 1.4  10
-7
 Aも電流が流れて

おり、Ga極性と比べてリーキーであった。 

C-V特性においては、0から 1 Vの範囲で p形伝導を示すC-Vカ

ーブが得られ、図 4に示すように 1/C
2プロットは直線となった。キ

ャリア濃度は 3.4  10
17

cm
-3および障壁高さは 1.19 eVが得られる。

この障壁高さは I-V 特性から得られた値より高いことから、電極面

内に部分的にリークパスがあり、I-V特性は影響を受けたためと考えられる。 

N 極性面上の Ni 電極のショットキー障壁は Ga 極性面に比べ極めて低く、N 極性 GaN はオーミック

電極形成に有利であることが示唆される。 
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図 4.  1/C
2プロット 

図 3.  逆方向 I-V特性 
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図 2.  順方向 I-V特性 

10
-13

10
-12

10
-11

10
-10

10
-9

10
-8

10
-7

10
-6

10
-5

-2 -1.5 -1 -0.5 0

lo
g

 I
 [

A
]

V [V]

図 1.  試料構造 
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